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   VEB Kombinat Mikroelektronik                  

                   2. E n t w u r f vom 03.08.1989

                  -  pers|nlicheó Arbeitsmaterial  -

         V_o_r_l_a_g_e

1.  Bezeichnung der Vorlage:       Fortschreibung des perspek-
                                   tivischen Sortimentes von  
                                   Bauelementen f}r den Zeit- 
                                   raum 1990 - 1994
                                      

2.  Begr}ndung f}r die Ein-        Arbeitsplan des Ministers 
    reichung der Vorlage:          f}r Elektrotechnik und 
                                   Elektronik f}r das 2. Halb-
                                   jahr 1989

3.  Von wem wurde die Vorlage      Arbeitsgruppe unter Leitung
    ausgearbeitet:                 des Betriebsdirektors des
                                   VEB Applikationszentrum
                                   Elektronik Berlin

4.  Bei der Behandlung der         Generaldirektor des VEB 
    Vorlage sind einzuladen:       Kombinat Mikroelektronik  
       

 Erfurt, November 1989                   Wedler
                                         Generaldirektor
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Š.he                                                 Blatt #

   0.  Festlegungsvorschl{ge  

  1®  Diå Fortschreibunç deó perspektivischeî  Bauelementesorti
     menteó  f}ò deî Zeitrauí 1990 bió 1994 wirä miô deî iî deò    

    Diskussion gegebenen Hinweisen zur Kenntnis genommen.

  2®  Daó  perspektivischå Bauelementesortimenô isô aló vertrau
      lichå  Verschlu~sachå deî Generaldirektoreî deò  Anwender    
      kombinatå   deó  Industriezweigeó  Elektrotechnik/Elektro    
      nik¬  deî Leiterî deò Forschungs- unä Entwicklungseinrich    

     tungeî deò Akademiå deò Wissenschafteî unä deî Ministerieî     
     f}ò  Hoch- unä Fachschulwesen¬  Wissenschafô unä  Technik¬     
     Werkzeug- unä Verarbeitungsmaschinenbaõ sowiå deî  Leiterî     
     deò  bewaffneteî Organå aló verbindlichå Unterlagå f}ò deî     

     perspektivischeî  Einsatú  elektronischeò  Bauelementå  zõ 
    }bergeben.

    Vº Generaldirektoò deó VEÂ KME
    Tº 20®12®1989

 3.  ]beò  diå  Ergebnisså beé deò Realisierunç deò ií Punkô  ´ 
     unä iî deò Anlagå ´ enthalteneî  Aufgaben¬  Zielstellungeî 

      unä Ma~nahmeî zuò Fortschreibunç bzw®  weitereî Untersetz
     unç  deó  perspektivischeî Bauelementesortimentó  isô  deò 

    Ministeò f}ò Elektrotechnië unä Elektronië zõ informieren.

    Vº Generaldirektoò deó VEÂ KME
    Tº 31.05.1990

 4.  Diå  Abrechnunç deò ií Jahrå 199° erzielteî Ergebnisså beé    
     deò Umsetzunç deó perspektivischeî  Bauelementesortimenteó    

      aktiveò elektronischeò Bauelementå unä diå iî engeò Zusam   
      menarbeiô  miô  deî Anwenderkombinateî  vorgesehenå  Fort   
      schreibunç  entsprechenä deò zentraleî Beschl}sså voî Par

     teé  unä Regierunç f}ò deî Zeitrauí  199± - 199µ  isô  deí 
      Ministeò  f}ò  Elektrotechnië unä Elektronië  ií  Novembeò 

    199° vorzulegen.

    Vº Generaldirektoò VEÂ KME
    Tº 11/90
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   Š Gliederung

 1.   Abrechnunç  deò Aufgabeî deó Jahreó 198¹  beé  Blatt
        deò  Gestaltunç  unä Umsetzunç  deó  perspek

      tivischeî Bauelemente-Sortimenteó 



 2.   Applikativå  unä versorgungsseitigå Sicherunç  Blatt
       deò Pl{nå Wissenschafô unä Technië deò  Ger{
       teindustriå f}ò diå Jahrå 1989/9° einschlie~

        licè  deò  |konomischeî Bewertunç deó  konzi
       pierteî  perspektivischeî   Bauelementesorti

     ments

  3.   Fortschreibunç unä Pr{zisierunç deó  perspek  Blatt
      tivischeî  Bauelemente-Sortimenteó  bió  199´ 

       einschlie~licè  deò Ergebnisså auó deò inter
       nationaleî  Zusammenarbeiô unä deò  Bewertunç 

       deó  erreichteî  wissenschaftlich-technischeî 
     Arbeitsstandeó 

 4.   Aufgaben¬  Zielstellungeî  unä Ma~nahmeî  zuò  Blatt
       weitereî  Kl{runç unä L|sunç nocè bestehendeò 

       Problemå beé deò Einordnunç unä  Realisierunç 
     voî Forderungeî deò Anwenderindustrie

Anlage  1:    Bauelemente-]berleitungeî  198¹    deò Kombinatå                  
           

                Mikroelektronië  unä Carì Zeisó JENÁ f}ò  Anwen              
              dungsschwerpunktå deò Ger{teindustrie

Anlage  2:    ]bersichô  }beò  diå applikativå  Sicherunç  deò               
               Staatsplanthemeî   deò  Pl{nå  Wissenschafô  unä 

              Technië 1990 (Arbeitsstand 7/89)

  Anlage  3:    Ausgew{hltå  z.Zt®  nocè  nichô gesichertå  For
                schungs- unä Entwicklungsthemeî miô Bauelemente

               forderungeî au~erhalâ deó Perspektivsortimenteó 

  Anlagå  4º    Arbeitsbl{tteò zõ deî vorgeseheneî Arbeitsrich
              tungeî zuò Kl{runç voî Bauelemente-Forderungen

Anlage  5:    ]bersichô    }beò   diå   Gesamttypenzahì    deó                  
           

               Sortimenteó aktiveò Bauelementå   deò  Kombinatå               
              Mikroelektronië   unä  Carì  Zeisó  JENÁ   (ZMD©                  
           

  Anlagå  6º    Grundrichtungeî deò Entwicklunç deò Haupterzeug
              nislinieî ií Zeitrauí bió 1994                                    

              

Anlage  7:    ]bersicht }ber das schnelle 16-bit-Mikroprozes-
              sorsystem

  Anlage  8:    ]bersichô  }beò best{tigte¬  f}ò diå Beschleuni
                gunç   deó  wissenschaftlich-technischeî   Fort
                schrittó  erforderliche¬  zeitweiligå  NSW-]ber

              br}ckungsimporte



 Anlagå  9º    ]bersichô  }beò  z.Z®   bestehendå   sogenanntå               
              Dauerimportå auó deí NSW
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 ŠAnlagå 10º    ]bersichô }beò daó perspektivischå Bauelemente-
              Sortiment 1990 bis 1994 
       10.1   SMD-Bauelementesortiment
       10.2   ASIC-Bauelementesortiment      

        10.3   Bauelementelistå  aló Teiì deò  Gesamtstrategiå               
              1990 - 1994                     
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  Š 1.  Abrechnunç deò Aufgabeî deó Jahreó 198¹ beé deò Gestaltung 
     unä Umsetzunç deó perspektivischeî Bauelemente-Sortimentes

--------------------------------------------------------------

 Auæ  deò Grundlagå deò Beschl}sså zuò weitereî Entwicklunç deò 
 Mikroelektronië sowiå deòen weitere verst{rkte Nutzunç iî  deò 

  Anwenderindustriå  deò DDÒ wurdå durcè diå Kollektivå deò Kom
 binatå  Mikroelektronië  unä  Carì Zeisó ií  Jahrå  198¹  einå 
  umfangreichå  Arbeiô  beé deò Umsetzunç  deó  perspektivischeî 
  Bauelementesortimentó  1989-199³ geleistet ¬  uí damiô  weiterå 

  Voraussetzungeî f}ò einå dynamischå Entwicklunç deò Volkswirt
 schafô  deò DDÒ durcè umfassendå Intensivierunç miô Hilfå  deò 

Schl}sseltechnologiå Mikroelektronië zõ schaffen.

   Ií  Mittelpunkô deò T{tigkeiô standeî dabeé  folgendå  Schwer
 punktaufgaben :

  - Optimierunç  deó Sortiments“ elektronischeò  Bauelementå  auæ 
    deò  Grundlagå deò zuò Verf}gunç stehendeî Basistechnologieî 

    sowiå  durcè desseî zielgerichtetå Applikatioî  entsprechenä 
  deî volkswirtschaftlicheî Erfordernissen,

  - Vorrangigå  Sicherunç  deò  Bauelemente-Bereitstellunç   f}r“ 
     Themeî  deó Staatsplaneó Wissenschafô unä Technik“ deò Anwen
   derindustriå beé umfassendeò Nutzunç alleò M|glichkeiteî deò 

  Eigenproduktioî unä deó Importó auó deî L{nderî deó RGW,

  - Gew{hrleistunç  deò fr}hzeitigeî Bereitstellunç voî  Bauele
   menteî  auó  Muster- bzw®  GLE-Produktioî miô deí  Zieì  deò 
   Sicherunç  eineó Zeitgewinnó beé deò Erzeugnisentwicklunç iî 

  deò Anwenderindustrie,

 - Beschleunigunç deó wissenschaftlich-technischeî Fortschrittó 
    iî  deò Anwenderindustriå durcè deî effektiveî  Einsatú  be

  grenzteò Sortimentå auó zeitweiligeî NSW-Importen,

  - Sicherunç  deò volleî Bedarfsdeckunç durcè Erh|hunç deò Pro
  duktion¬ insbesonderå durcè weiterå Steigerunç deò Ausbeute.

  Diå f}ò 198¹ gestellteî Ziele“ f}ò diå ]berleitunç voî 5¶ Typeî 
  neueò  multivalenô einsetzbareò Bauelementå deò Kombinatå  Mi

   kroelektronië unä Carì Zeisó wurdeî peò Jahresendå realisiert .

    Dar}beò  hinaus“ werdeî 1´ anwenderspezifischå Schaltkreiså  iî 



 diå Produktioî }bergef}hrô unä 4¶ anwenderspezifischå L|sungen“ 
 miô  3± Gate-Array-¬  1± Standardzellen- unä  µ  ISA-Entw}rfeî 

   bemustert .

    Eiî qualitativeò Zuwachó deó verf}gbareî Bauelementesortimentó  
wurdå voò alleí durcè diå Entwicklunç unä ]berleitunç von

 - ersteî  Basisbauelementeî  deó MÐ 600-Systemó (16-bit-CPÕ  - 
    U.80601.RA.08¬ Bus-Controlleò - U.80806.DC.08¬ Fehlerkorrek

  tur-IÓ - U.80608.RC.06 unä DRAM-Controlleò - U.80610.RC.08),

 - h|chstintegrierteî   Halbleiterspeicherschaltkreiseî   (256-
    Kbit-DRAM¬ 4- unä 64-Kbit-SRAM© insbesonderå f}ò diå Rechen

  technik,
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  Š- analogeî integrierteî Schaltkreisen¬ wiå Nullspannungsschal
   tern¬  Hall-IS,IÓ   f}ò Vertikalablenkung¬  f}ò industriellå 

     unä allgemeinå Anwendungen¬ darunteò iî hochwertigeî Konsum
   g}tern,

  - integrierteî  Schaltungeî  auæ Basió deò Gate-Array-¬  Stan
   dardzellen- unä  ISA-Entwurfssystemå  f}ò  kundenspezifischå 

  L|sungen,

 - optoelektronischeî  Bauelementen¬  wiå  Lichtemitteranzeigeî 
  unä Kopplerî sowie

- Leistungstransistoren f}r breiteste Anwendungsbereiche

erreicht.

Eine detaillierte ]bersicht ist in der Anlage 1 enthalten.

 Eiî Vergleicè deó verf}gbareî DDR-Sortimentó aî elektronischeî 
 Bauelementeî iî Umfang¬  Vielf{ltigkeiô unä Leistungsf{higkeiô 
 gegen}beò  deí internationaì verf}gbareî  Bauelementesortimenô 
 zeigt¬  daþ daó iî deò DDÒ verf}gbarå Bauelementesortimenô  iî 
 ausgew{hlteî Bereicheî weiteò aî Niveaõ gewonneî hat¬  eó abeò 

  auæ  Grunä begrenzteò materiell-technischeò M|glichkeiteî  je
  docè nocè nichô gelungeî ist¬  auæ alleî entscheidendeî Gebie

 teî  bestehendå R}ckst{ndå aufzuholeî (siehå dazõ Pkt®  ³  unä 
Anlagå ´ zuò Vorlage).

  Andererseitó wirä festgestellt¬ daþ miô dem“ auó Eigenaufkommeî 
   unä deí auó SW-Imporô zuò Verf}gunç stehendeî  Bauelementesor

   timent“  sowiå deî geplanteî zeitweiligeî NSW-Importeî diå Auf
 gabeî deó Staatsplaneó Wissenschafô unä Technië 198¹ gesicherô 

 werden .

 Durcè  gemeinsamå Anstrengungeî deò Bereichå  Applikatioî  deò 
  bauelementeherstellendeî Kombinatå unä deò Bereichå Erzeugnis

 entwicklunç  deò  Anwenderindustriå sinä zuk}nftiç jedocè  diå 
 miô  deí bereitó zuò Verf}gunç stehendeî  Bauelementesortimenô 

  iî  deò DDÒ gegebeneî M|glichkeiteî zuò Anwendunç  deò  Mikro



 elektronië  nocè st{rkeò zõ nutzen®  Dazõ isô eó erforderlich¬ 
 daþ diå gegenseitigeî Informations- unä Arbeitsbeziehungeî deò 
 genannteî  Bereichå  weiteò vertiefô werdeî  unä  bereitó  diå 
 Phaså  deò  Konzipierunç neueò Erzeugnisså st{rkeò aló  bisheò 

erfassen.
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  Š 2.   Applikativå  unä versorgungsseitigå Sicherunç  deò  Pl{nå         
      Wissenschafô  unä  Technië  deò Ger{teindustriå  f}ò  diå 
      Jahrå 1989/199° einschlie~licè deò |konomischeî Bewertunç 

      deó konzipierteî perspektivischeî Bauelementesortiments
--------------------------------------------------------------

2.1® Komplexå Sicherunç deò Pl{nå Wissenschafô unä Technië der
     Ger{teindustrie im Jahre 1989
--------------------------------------------------------------

Im Jahre 198¹ werden durch den VEB AEB
  608 Themeî  deò Pl{nå Wissenschafô unä Technië deò Anwenderin

    dustrie¬ darunter
122 LVO- und

  276 Staatsplanthemeî  applikatiö unä  versorgungsseitiç  bear
    beitet.

 Miô  Arbeitsstanä  voí  3.7.198¹ isô diå Versorgunç  deò  o.g® 
Themeî miô Bauelementeî wiå folgô untersetzt:

Eigenproduktion
und SW-Importe:       16.013 TM Bestellungen
                      13.793 TM Vertragsbindung
                             TM Vertragsrealisierung

 Schwerpunktpositionen¬      wiå     Spannungs-Frequenz-Wandleò 
 (KR.1108.PP.1)¬    schnellå    Feldeffekt-Operationsverst{rkeò 
 (K.574.UD.1.Á  nuò Teilvertrag© unä GaAs-MESFEÔ (AP.320©  sinä 
 ií  2®  Halbjahò 198¹ zuò Vermeidunç voî Themengef{hrdungeî ií 

Rahmeî deò NSW-Importå einzuordnen.

NSW- Importe:         5.300 TVM Planmittel
                      3.465 TVM Valutafreigaben per 30.6.
                                entspr. Vertragsbindung
                      2.240 TVM Vertragsrealisierung

 Dieså best{tigteî unä eingeordneteî NSW-Importå gliederî  sicè 
wie folgt auf die Anwenderbereiche auf:

           ((  wird von A / AEB erarbeitet ! )) 
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 ŠIí  Ergebnió deò miô deî Hauptanwenderkombinateî ií Juné  198¹ 

 durchgef}hrteî  Bedarfsverteidigungeî konntå gegen}beò deî zuò 
 Verf}gunç  stehendeî Planmittelî iî H|hå voî 5,³ Miï  VÍ  einå 

direktå Einsparunç voî 6¸ TVÍ durchgesetzô werden.

  Auæ deò Grundlagå deò bisheò erreichteî Planm{~igkeiô beé  deò 
  kommerzielleî F/E-Versorgunç durcè deî VEÂ AEÂ wirä diå Reali

 sierunç deò Pl{nå Wissenschafô unä Technië deò Ger{teindustriå 
 198¹ umfassenä gesichert .

 2.2. Ergebnisså  deò  Hauptabstimmungeî zuò  Vorbereitunç  deò 
      Pl{nå  Wissenschafô unä Technië deò Anwenderindustriå  ií 

     Jahrå 1990
______________________________________________________________

        ((  Pkt. 2.2. wird von A / AEB }berarbeitet  ))
            (Siehe Hausmitteilung vom 04.08.89)

 F}r 1990 wurden durch die Anwenderindustrie Forderungen f}r 

532 Themen der Pl{ne Wissenschaft und Technik, davon
108 LVO- und

 241 Staatplanthemeî  zuò applikativeî unä  versorgungsseitigeî 
    Sicherunç gestellt.

 Iî  deî  Hauptabstimmungeî zuí PWÔ 199° wurdå diå  ií  letzteî 
 Jahò  bew{hrtå Verfahrensweise¬  zwischeî deò applikativeî unä 
 deò  kommerzielleî Themensicherunç  zõ  unterscheiden¬  erneuô 

praktiziert® 
 Dadurcè  sinä diå Themeî erkennbar¬  beé deneî einå  zeitlichå 
 Differenú  zwischeî  Themenablauæ unä deò  Bereitstellunç  deò 
 Bauelemente¬  diå sicè ií perspektivischeî Sortimenô befinden¬ 

hervortritt.

 Diå  iî deò Tabellå aufgef}hrtå Statistië weisô voò alleí  beé  
 Staatsplanthemeî   innerhalâ  deó  MEE-Bereicheó  auæ   dieseó 

Problem hin (Anlage 2).



 Diå  iî  deò Verf}gunç 39/7¸ deó MEÅ bestehendå  Aufgabenstel-   
 lung¬  iî Forschungs- unä Entwicklungsthemeî deò Pl{nå Wissen- 

 schafô unä Technië nuò Bauelementå einzusetzen¬  diå  Bestand-  
 teiì  deó gegenw{rtigeî unä zuk}nftigeî Bauelementesortimenteó 

  sind¬ wirä beé 9° ¥ deò eingereichteî Themeî (8³ ¥ deò Staats
  planthemen© erreicht®  Zuò Sicherunç volkswirtschaftlicè wich

 tigeò Themeî deò Hauptanwendeò (KRob¬  KAAB¬  KCZ¬  KNE¬  FHK© 
 werdeî iî zunehmendeî Ma~å Bauelementå auó deí  Perspektivsor-  

 timenô   gefordert¬    dereî   Produktikons}berleitungsterminå           
 deutlicè nacè bzw® w{hrenä deò F/E-Phaså deò Ger{tethemeî lie- 
 gen®  Darauó ergibô sicè deò zeitweiligå Einsatú vorrangiç voî 
 NSW-Importeî  zuò  Sicherunç  deó F/E-Ablaufeó abeò  aucè  diå 

  Notwendigkeiô  deò  Entscheidunç zuò Bereitstellunç  voî  Bau
elementeî auó Importeî zuò Sicherunç deó Produktionsanlaufes.

 Ií    Rahmeî   deò   vorliegendeî   Bedarfsprogrammå    wurdeî 
insbesondere voî  deî Kombinaten 

Š     Robotron
     Automatisierungsanlagenbau
     Nachrichtenelektronik
     Carl-Zeis-Jena
     Keramische Werke Hermsdorf

 Bauelementeforderungeî gestellt¬ diå nichô bzw® nocè nichô Be-
 standteiì  deó Perspektivsortiments sinä  (ausgew{hltå  Themeî 

siehe Anlage 3).
   

 Aló  Begr}ndunç f}ò dieså Forderungeî wirä durcè diå Anwender-  
kombinatå angegeben:

- Sicherung der Weltmarktf{higkeit der Finalprodukte
 - Sicherunç  deò  Softwarekompatibilit{ô  zuí  internationaleî 

  Markt 
  - Notwendigkeiô  voî Musteruntersuchungeî f}ò diå  Vorlauffor

  schung

 Auó  einzelneî  Bauelementeforderungeî  lasseî  sicè  deutlicè 
  multivalentå  Erzeugnisgruppeî wiå CMOS-EPROM`s¬  programmier

 barå  Logië  (PAL`s¬  EPLD`s© sowiå      schnellå  Logikreiheî 
 (ACT¬  FAST© erkennen¬ dereî Sicherunç auó Eigenaufkommeî ersô 

mit der Bilanzierung des 5-Jahrplanes erfolgen kann.
     

 Beé Mikroprozessoreî wirä auæ diå konsequentå Nutzunç  deò  iî 
der DDR entwickelten und produzierten Systeme orientiert.

 Zuò  weitereî  Vorbereitunç deò komplexeî Sicherunç deò  Pl{nå 
  Wissenschafô unä Technië deò Ger{teindustriå 199° gelteî  fol

gendå Arbeitsrichtungeî :

 -    Erarbeitunç  voî  L|sungsvorschl{geî zõ  deî  nocè  nichô    
      applikatiö  gesicherteî  Staatsplanthemeî ií  Rahmeî  deò 

     Fortschreibunç deò Bauelementestrategie



 -    Durchf}hrunç  voî  themenbezogeneî  Bedarfsverteidigungeî 
      auæ  deò Ebenå deò Beauftragteî deò  Generaldirektoreî  ¬ 
      voò  alleí  miô deí Zieì deò weitestgehendeî  Minimierunç 

     deò NSW-Importe

 -    Einordnunç deó verteidigteî unä durcè daó MEÅ best{tigteî 
       Bedarfeó  aî NSW-Importeî zuò Sicherunç deò Pl{nå Wissen

      schafô unä Technië deò Ger{teindustriå unä Einordnunç  iî 
     diå STAÌ 199° deó VEÂ KME/AEB

  -    weiterå  qualifiziertå Leitunç deó Prozesseó deò  Bauele
       mentebeantragung¬  Valutamittelbereitstellunç unä kommer

     zielleî  Realisierunç voî NSW-Importen
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 Š2.3. \konomischå  Bewertunç deó konzipierteî  perspektivischeî 
     Bauelementesortiments
--------------------------------------------------------------

  Daó  perspektivischå  Bauelementesortimenô  bió  1994“   bieteô 
   insgesamô   weiteò  verbessertå  Voraussetzungeî  zuò  versor

 gungsseitigeî Sicherung“ deò auó gegenw{rtigeò Sichô  bekannteî 
   bzw® zõ erwartendeî Forderungeî deò Anwenderindustrie .

 (¨  Aussageî zuò Entwicklunç deó Bedarfs¬ deò Eigenproduktion¬ 
 deó  Export/Importverh{ltnisseó  beé  mikroelektronischeî  unä 
 Leistungsbauelementeî   ---  Bewertunç  unä Formulierunç  nacè 

Vorlagå deò Zuarbeiô voî K/KMÅ !

 Tabelle:  Entwicklunç deó Bedarfs¬  deò  Eigenproduktion¬  deó 
           Importó  unä deó Exportó aktiveò mikroelektronischeò 

          Bauelemente

(Mio M  IAP)         1988   1989   1990  ............1994
---------------------------------------------------------

Bedarf
---------------------------------------------------------
Eigenproduktion
Anteil Eigenproduktion
am Bedarf (%)
---------------------------------------------------------
Import
Anteil Import
am Bedarf (%)
---------------------------------------------------------
Export
Export/Import (%)
---------------------------------------------------------  ))

  Miô deò Fortschreibunç deó perspektivischeî  Bauelementesorti
  mentó  ergabeî  sicè aucè Ver{nderungeî iî deò Einordnunç  deò 



 Bauelementå  nacè Eigenproduktioî unä Import“ miô  deò  Tendenú 
  (?)¬ daþ iî zunehmendeí Ma~å iî diå Eigenproduktioî Bauelemen

tå miô gro~eí Produktionsumfanç eingeordneô werden.

 Unteò  Ber}cksichtigunç  deó Bedarfó ergibô sicè  diå  iî  deò 
  nachfolgendeî  Tabellå ausgewiesenå prozentualå Aufteilunç deò 

 einzelneî Bedarfsgruppeî DDR- unä RGW-seitig .

Bedarf (TSt}ck)
pro Jahr                bis 10      bis 100      }ber 100
Sortimentsanteil
--------------------------------------------------------------
      DDR
1988
      RGW
--------------------------------------------------------------
      DDR
199.
      RGW
--------------------------------------------------------------

 Š(¨    Aussageî zuò Bewertunç unä Formulierunç nacè Vorlagå deò 
 Zuarbeiô voî K/KME»  ggf® Orientierunç auæ verst{rkteî Einsatú 

voî ASIÃ beé geringeî Liefervoluminá   ))

  Trotú intensiveò Bem}hungeî besteheî beé eineò Reihå voî  Bau
   elementå nocè Zeitdifferenzeî zwischeî Forderungs- unä Bereit

 stellungstermin .
  Einå  |konomischå Bewertunç dazõ isô einschlie~licè deò erfor

derlicheî Ma~nahmeî ií Punkô ´ (4.2.© enthalten.
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  Š 3.   Fortschreibunç   unä  Pr{zisierunç  deó  perspektivischeî 
      Bauelemente-Sortimenteó   bió  199´  einschlie~licè   deò     
      Ergebnisså auó deò internationaleî Zusammenarbeiô unä deò     

      Bewertunç  deó  erreichteî   wissenschaftlich-technischeî 
      Arbeitsstandeó  

--------------------------------------------------------------

 Auæ  deò Grundlagå deò Verf}gunç Nr®  39/7¸ deó Ministeró  f}ò 
  Elektrotechnië  unä Elektronië waò diå Fortschreibunç deó per

 spektivischeî  Bauelementesortimentó ií Jahrå 198¹  Gegenstanä 
  deò intensiveî Zusammenarbeiô zwischeî Herstellerî unä  Anwen

 derî  mikroelektronischeò  Bauelementå unteò Leitunç  deó  VEÂ 
Applikationszentruí Elektronië Berlin.

Die gemeinsame Arbeit war darauf gerichtet,

   - diå  Durchf}hrunç deò zentraleî Beschl}sse“ zuò weitereî Ent
  wicklunç unä Anwendunç deò Mikroelektronië zõ gew{hrleisten,

 - diå volkswirtschaftlicè begr}ndeteî Anwenderbed}rfnisså  miô 
    eineí  optimaleî  Sortimenô mikroelektronischeò  Bauelemente“ 

    unteò Beachtunç |konomischeò Aspektå deò Einheiô voî Bauele
    menteentwicklung¬  -produktion¬  Investitioneî unä Anwender



  nutzeî zõ befriedigen,

   - deî  typenbezogeneî Anteiì deò Bedarfsdeckung“ auó  Eigenent
   wicklunç unä -produktioî aí verf}gbareî Bauelementesortimenô 

     unä damiô diå St|rsicherheiô weiteò zõ erh|hen ,

 - daó  technischå Niveaõ deó Bauelementesortimentó  durcè  diå 
    Entwicklunç  neueò  Basistechnologien“ auæ unipolareí  Gebieô 

   bió Technologieniveaõ µ unä beé bipolareî Schaltkreiseî  bió 
  Technologieniveaõ ´ weiteò zõ erh|hen,

  - diå  Ergebnisså auó deò applikativeî Vorlaufarbeit“ ií Rahmeî 
      deò internationaleî Zusammenarbeiô miô deî L{nderî deó  RGW ¬ 

    insbesonderå  miô deò UdSSÒ unä deò CSSÒ maximaì einzubezie
  heî und

    - deî Einsatú zeitweiliç notwendigeò NSW-Importe ¬ insbesonderå 
   f}ò diå Entwicklunç neuer¬  deî wissenschaftlich-technischeî 

    Fortschritô iî deò Anwenderindustriå  bestimmender¬  Erzeug
     nisså zõ minimieren .

  Iî  Vorbereitunç deò Fortschreibunç deó perspektivischeî  Bau
 elementesortimenteó  bió 199´ lageî ií VEÂ Applikationszentruí 

Elektronië Berliî peò 30.06.198¹  

         742 Bauelemente-Entwicklungsantr{gå vor¬  
 
 davoî   470 Antr{gå gem{þ Verf}gunç 39/7¸ deó MEÅ unä 

          272 Antr{gå auó Einsatz-/Realisierungskonzeptioneî zõ              
               deî voí MEÅ best{tigten¬ ausgew{hlteî Anwendungs             

              schwerpunkteî  (Schl}sseltechnologie-Themeî   unä 
             ausgew{hltå Konsumg}ter).

 Diå Forderungeî sowiå daó perspektivischå Bauelementesortimenô 
 f}ò  diå  speziellå Technië isô iî eineò  gesonderteî  Vorlagå 

enthalten (VVS B 410 - 5/89).
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  ŠUnteò  Ber}cksichtigunç deò o.g®  Arbeitsrichtungen¬  deò zwi
 scheî deí VEÂ KMÅ unä deí VEÂ KCÚ vereinbarteî  Arbeitsteilunç 
 (PB-Beschluþ  voí 11.02.1986© sowiå deò nocè nichô getroffeneî 

Entscheidungeî }ber

  - diå perspektivischå Entwicklunç deò F/E- unä  Produktionska
   pazit{ô  deó  VEÂ Werë f}ò Fernsehelektronië auæ deí  Gebieô 

  deò Optoelektronië (insbesonderå LCD© und

  - deî perspektivischeî Ausbaõ deò F/E- unä  Produktionskapazi
   t{teî  ií  VEÂ KMÅ zuò Leistungselektronië iî deî  Betriebeî 

  Stahnsdorf¬ Gro~r{scheî und Rudolstadt

 wurdeî ií Ergebnió deò technischeî unä |konomischeî  Bewertunç 
  dieseò  Bauelementeentwicklungsantr{gå miô deî Bauelementeher

stellerî unä Bauelementeanwendern



       13³   Bauelementetypeî  iî  daó  perspektivischå Sortimenô  
             bió 1994 eingeordnet , davon

          113  Bauelemente durch Eigenproduktion (72 ASIC) und
           20  Bauelemente }ber RGW-Importe

      106   Bauelementå   aló  Sondertypen“  miô  eingeschr{nkteí            
          Anwendugsgebiet.

       77   Bauelemente-Entwicklungsforderungeî  konnten“   durcè 
           aktivå  Arbeiô  auæ  daó  perspektiviscè  verf}gbarå 

             Sortimenô applizierô werden ® 
    436   Bauelementå  - Entwicklungsforderungeî  mu~teî   auó                  
 

            |konomischeî  Gr}ndeî ¨ Mindermengen¬  einmaligå Be
            darfsforderungeî u.a.m.© sowiå auó materiell-techni

             scheî Gr}ndeî (u.a®  z.Zt®  fehlendå  Basistechnolo
          gien© zur}ckgewieseî werden® 
   

 5¹  Bauelemente-Entwicklungsforderungeî m}sseî auæ Grunä ihreó 
 strategiscè langfristigeî Charakteró weiteò bearbeiteô werden® 

  Zõ 3¸ Positioneî sinä dabeé voò alleí wegeî eineó  langfristi
  gen¬  hoheî Eigenbedarfó sowiå vorhandeneò Exportm|glichkeiteî 

  iî  daó  RG× aló aucè iî daó NSW¬  insbesonderå zuò  Sicherunç 
 erforderlicheò Importe, anhanä deò iî deò Anlagå ´ zuò Vorlagå 

  vorliegendeî Arbeitsbl{tteò entsprechendå Leitungsentscheidun
geî vorzubereiteî unä zõ treffen.

 Miô deò bereitó o®  g®  Einordnunç weitereò Bauelementå iî daó 
 vorgesehenå  perspektivischå Sortimenô aktiveò  elektronischeò 
 Bauelementå f}ò Forschung¬ Entwicklunç unä Produktioî bió 199´ 
 sowiå  unteò  Ber}cksichtigunç deò  Streichunç  techniscè  unä 
 moraliscè  veralteteò  Komponenteî auó  deî  Liefersortimenteî 

   ergibô sicè einå Sortimentsentwicklunç nacè Grundtypen :
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 Bild  1:  Entwicklunç deò Grundtypeî (Eigenaufkommeî unä  RGW-
          Import)

 Diå  Aufgliederunç nacè Einstufunç unä Erzeugnisgruppeî isô iî 
Anlage 5 ausgewiesen.      

 Zuò weitereî Sicherunç deò Erneuerungsratå iî deò Bauelemente- 
 unä  Ger{teindustriå  werdeî verst{rkô iî deî n{chsteî  Jahreî 

 vorhandenå  Bauelemente-Funktioneî  (Standard-TTL¬   Rundfunk-
 Fernseh-Schaltkreise¬  IÓ  deò  Industrielektronik¬  Uhren-IS¬ 

 Kamera-IÓ  unä  weiterå kundenspezifischå IS©  iî   eiî  neueó  
  Technologieniveaõ  }bergef}hrt®  Prï Jahò werdeî damiô ca®  6° 

neuå Grundtypeî iî daó Sortimenô aufgenommen.

  Deò  Umfanç  voî anwenderspezifischeî  Schaltkreiseî  auó  Ei
 genaufkommeî  erweiterô sicè auæ 218 Typeî  bzw®  Typvarianteî 

  bió  1994¬  entsprechenä deî voî deî Anwenderî gemeldeteî  Be
darfszahlen:

          Jahò                  1990      1992      1994     
 ____________________________________________________________

          Gate-Array              70       105       120 

          Standardzelle           20        35        45   
                                       
          ISA-System              30        40        45                      

          ECL - Gate-Array         -         -         7     
          ( D 600, D 1200 )
                                                        *
          MES - Bauelemente        -         -         1

Anmerkung:
  ª Unteò deò Voraussetzunç deò Best{tigunç deó Projekteó "Modu

lareó Entwicklungssystem¢ iî seineî Grundz}geî 
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Bild 2: Entwicklung der Typanzahl von ASIC-Systemen

  Basió  f}ò  Gate-Array- unä Standardzellen-Technië sinä ¶  Sy
steme¬ welchå wiå nachfolgenä gleitenä abgel|sô werden:

 - diå Systemå Õ 5200/Õ 1500/Õ 152° bió 1992/93¬ danacè erfolgô 
  bis 1995 eine kontinuierliche Abl|sung,

- 1990/91 erfolgt die Einf}hrung U 5300/U1600, 

- 1994/95 erfolgt die Einf}hrung des U 5500-Systems.

 Unteò  Ber}cksichtigunç  deò  iî deò  Anlagå  6  dargestellteî 
  wissenschaftlich-technischeî Grundrichtungeî deò  Bauelemente
  entwicklunç werdeî nachfolgendå konzipiertå  Anwendungsschwer

punktå zunehmenä besseò gesichert:

  - Neuå Rechner- bzw® Computergenerationen¬ industriellå Steue
  rungeî unä Industrieroboteò durch

   .  Weiterf}hrunç  deò  arbeitsteiligeî Entwicklunç  zwischeî      
      Anwender- unä  Bauelementeherstellerkombinateî  beé   deò 
      schrittweiseî   ]berleitunç  periphereò    Prozessor- unä 

      Controller-Schaltkreiså f}ò daó schnellå 16- unä  32-bit-
      Prozessorsysteí entsprechenä deí best{tigteî Projekô 163² 

     (Anlagå 7),

   .  Weiterentwicklunç  deó  Technologieniveauó miô  deí  Zieì 
       deò Bereitstellunç voî hoch- unä h|chstintegrierteî Spei     

      cherbauelementen¬   wiå  256-Kbit-SRAM¬   256-Kbit-EPROM¬ 
     1-Mbit-CMOS-EPROÍ   sowiå  1-Mbit-DRAM¬  4-Mbit-DRAÍ  unä 

      EEPROÍ f}ò nocè leistungsf{higerå Speicheò,
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 Š  .  Entwicklunç  unä   Produktioî voî  anwendungsspezifischeî 
       Schaltkreiseî auæ deò Basió deó ISA-¬  Gate-Array-¬ Stan

      dardzellen- unä  ECL-Gate-Array-(Ä  600,Ä  1200)Konzepteó 
      f}ò  neuå Rechnergenerationeî iî Arbeitsteilunç  miô  deî 

     Anwendern® 

   .  Einf}hrunç  bipolareò Bauelementå iî ECL-Technologiå  miô 



      Schaltzeiteî voî ¼ ± nó miô ]berleitunç ersteò Typeî nacè 
     Investitionsabschlu~,

  - Neuå  Konsumg}ter¬  einschlie~licè Erzeugnisså deò  vor- unä 
  nachgelagerteî Prozesse¬ durch

    . neuå Schaltkreiså f}ò diå 4. Ger{tekonzeptioî Farbfernseh
    empf{nger,

  . Bauelemente f}r die Satellitenempfangstechnik,

  . Bauelemente f}r die klassische Audiotechnik,

  . Bauelemente f}r Videorecorder,

  . Wandler-Schaltkreise und Pr{zisionsbauelemente.

- Neue Ger{te der Nachrichtentechnik, durch

    .  Weiterentwicklunç  voî Bauelementeî f}ò diå  Nachrichten
     technik¬ wiå SLIÃ Â, 

 - Verschiedenstå  Anwendungsbereichå deò  Volkswirtschafô  f}ò 
  multivalenô nutzbarå Bauelemente¬ durch

    .  Aufnahmå  voî GaAs-Bauelemente-Entwicklungeî f}ò Frequen
     zeî }beò 1² GHú miô Entwicklungsabschluþ nacè 1994.

    . Entwicklunç  hochsperrendeò bipolareò  Leistungstransisto
    ren, 

   . Entwicklunç hochintegrierteò Spezialschaltkreise¬ wiå LCD-  
    Matrix-Controlleò unä Multifunktionscontroller,

   . Aufnahmå  voî  programmierbareî Logikbauelementeî  iî  daó 
    perspektivischå Sortiment¬ 

   . leistungsarmå Bauelementå eineò AC-Reihå (<½ ³ ns© auæ deò 
     Grundlagå  eineò neueî Basistechnologiå iî  Advanced-CMOS-

    Technik,

   . weiterå Durchsetzunç deó Einsatzeó oberfl{chenmontierbareò 
      Bauelementå  auæ    deò Basió deò miô deî Anwenderî  abge
      stimmteî Sortimentå unä   Geh{useformeî (Sortimenteº  Dio
      den¬  Transistoren¬  analogå   Schaltkreise¬  Logikschalt
      kreiså  unä h|heò integriertå Schaltkreise© sowiå deò  Si

     cherunç  deò Investitioneî  unä TSÁ  gem{þ   Staatsauftraç 
    zuò SMD-Technik.
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    ŠIî Bewertunç dieseò Ergebnisså  wirä eingesch{tzt¬  daþ miô deí 
  vorhandeneî  unä konzipierteî Bauelemente-Sortimenô iî  Vorbe



 reitunç deó XII® Parteitageó deò SEÄ beé weitereò Durchsetzunç 
 deò  Schl}sseltechnologiå  Mikroelektronië iî alleî  Bereicheî 
 deò  Volkswirtschafô deò DDÒ weiterå g}nstigå  Voraussetzungeî 
 f}ò  diå Realisierunç deò Pl{nå Wissenschafô unä Technië  198¹ 

  unä deò Folgejahrå iî deò bauelementeherstellendeî unä bauele
menteanwendendeî Industriå geschaffeî werden.

    Diå  Struktur“ deó 199° verf}gbareî Bauelementesortimentó  nacè 
 Anzahì  deò Typen“ isô iî Bilä 3 dargestellt.

                                           

 Bilä 3º verf}gbares Bauelementesortiment 1990
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 ŠIî  deò  weitereî applikativeî Arbeiô wirä  voî  nachfolgendeî 



  Ergebnisseî  deò  internationaleî Zusammenarbeiô miô deî  RGW-
L{ndern“ ausgegangen:

  Auæ deò Grundlagå deò f}ò 199° miô deî RGW-Partnerî vereinbar
  teî  applikativeî  Ergebnisså ergibô sicè nachfolgendå  Sorti

mentsstruktuò nacè Typeî aí verf}gbaren Bauelementesortiment:

Bild 4: Sortimentsanteile der Erzeugnisgruppen
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  ŠZuò Sicherunç deò Anwenderbed}rfnisså werdeî }beò diå langfri
 stiç konzipierteî RGW-Importå hinauó  ca® 20°  Bauelementå auó 
 deí  RG×  themengebundeî iî geringeî St}ckzahleî  miô  kleineò 
 Anwendungsbreitå  zuò Sicherunç deò Ger{tegebrauchswertå   zuò 

  Verf}gunç gestellô (Sondertypen)® Hauptpartneò wareî unä blei
beî diå UdSSÒ unä diå CSSR.

 Zõ  ausgew{hlteî Schwerpunktl{nderî ergibô sicè  nachfolgendeò 
Arbeitsstand:

     UdSSR
   

 Diå  Sortimentsentwicklunç aktiveò elektronischeò  Bauelementå 
 erfolgô  weiterhiî  iî gro~eò Breite¬  wobeé  deò  Entwicklunç 
 moderneò   Mikroprozessorschaltkreiss{tzå  (CMOS-EMR¬  16- unä 
 3²  bit)¬  Speicher-IS¬  Logik-IÓ unä  Konsumg}ter-IÓ  erh|htå 
 Aufmerksamkeiô gewidmeô wird®  Diå Liefersituatioî haô sicè ií 

  Vergleicè  zuí Jahò 198¸ aufgrunä deò begrenzteî Fertigungska
 pazit{teî unä deó zunehmendeî Eigenbedarfó nichô gebessert® Ií 

  Zugå deò zunehmendeî Selbst{ndigkeiô deò Betriebå sinä  ausge



  w{hltå  Herstellerbetriebå aî deò Lieferunç bestimmteò  Sorti
 mentå bzw® Typeî beé Realisierunç spezifischeò Gegenleistungeî 
 (Typspezialisierung¬  Halbzeugbereitstellung¬  Kooperatioî  ií 
 Werkzeugbaõ  u.a.© interessiert®  Daó triffô insbesonderå  auæ 

 PAL-IÓ (Zelenograd© unä Mikroprozessor-IÓ (Woronesh© zu.
 Diå konkreteî M|glichkeiten¬  Bedingungeî unä Forderungeî sinä 
 ií Rahmeî deò Aktivit{teî deò wissenschaftlich-technischeî unä 

  kommerzielleî  Zusammenarbeiô zõ ermittelî unä geeignetå  Ent
scheidungsvorschl{gå zõ erarbeiten.

 Beé nachfolgendeî konkreteî Sortimenteî isô voî deî  genannteî 
Orientierungen auszugehen:

       PAL-IÓ     - F}ò deî DDR-Einsatú nichô geeignet ¬  dá anderå 
                 Geh{usestrategie und nur langsame Version.

                 Einå  Weiterentwicklunç isô iî deò UdSSÒ nichô 
                vorgesehen.

       FAST       - Keiî  Ausbau deò Zusammenarbeit ¬  Orientierunç  
                 deò  Anwendeò  auæ diå  starë  iî  Erweiterunç  

                 befindlichå  Reihå  K 1533 (ALS).

    AC         - Entwicklungsabschluþ   UdSSR-seitiç  f}ò   diå  
                  2.H{lftå  deó kommendeî F}nfjahrplaneó  konzi

                     piert®  Zusammenarbeiô   auæ deí Gebieô deò Ap
                   plikatioî isô zõ verst{rken .

     CSSR

  Diå Sortimentsentwicklunç iî deò CSSÒ l{~ô sicè miô deí  star
 keî  Ausbaõ  deò ALS-Reihå charakterisieren®  Eó  bestehô  auæ 
 CSSR-Seitå Aufgeschlossenheiô unä Kooperationsbereitschafô zuò 

 Entwicklunç  voî Bauelementeî auæ Basió deò beherrschteî Tech-
 nologieniveauó II-IIÉ (einschl®  Zweiebenenmetallisierung© aló 

 Gegenleistunç  f}ò diå Bereitstellunç voî Speicher-IÓ unä  Mi-
kroprozessorschaltkreisen.
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     Š VRB

 Diå  Entwicklungsvorhabeî deò VRÂ auæ deí Gebieô deò Mikropro-
 zessor-IÓ  (peripherå IÓ f}ò 808¶ unä 80C286© unä deò  h|chst-

 integrierteî  Speicheò bieteî aussichtsreichå Ansatzpunktå f}ò 
einå Vertiefunç deò Zusammenarbeit® 

  Auó deò applikativeî wissenschaftlich-technischeî  Zusammenar
  beiô  miô deî L{nderî deó RG× ergebeî sicè f}ò diå Fortschrei
  bunç deó perspektivischeî Bauelementesortimenteó auó gegenw{r

tigeò Sichô folgendå Erkenntnisse:

   1.  Uí  deî perspektivischeî Anforderungeî deò  DDR-Ger{tein
       dustriå   beé deò Bereitstellunç mikroelektronischeò Bau

      elementå zuk}nftiç nocè besseò entsprecheî zõ k|nnen¬ isô 



         diå  applikative¬  strategischå Vorlaufarbeiô  weiteò   zõ 
           verst{rkeî   unä dereî reibungslosereò ]berganç iî kommer

      ziellå Folgeaktivit{teî  zõ sichern.

    2.  Daf}ò  sinä diå sicè abzeichnendeî neueî  Entwicklungsbe
         dingungen“ iî dieseî L{nderî umfassend“ zõ analysieren“  unä 

       geeignete¬  differenziertå  Schlu~folgerungeî f}ò diå Ge
       staltunç nocè effektiverer¬ konkreteò Arbeits- unä Infor

     mationsbeziehungeî abzuleiten.

  Miô  deò Fortschreibunç deó perspektivischeî Bauelementesorti
 mentó  bió 199´ ergebeî sicè diå iî deò Anlagå ¶  zuò  Vorlagå 
 aufgezeigteî qualitativeî Ver{nderungen¬ welchå perspektiviscè 

  einå  weiterå Erh|hunç deó Niveauó deò  Bauelementebereitstel
  lung¬  verbundeî  miô eineò nocè bessereî Befriedigunç deò An

wenderindustrie¬ gew{hrleisten.

 Diå weiterå Fortschreibunç deó perspektivischeî Sortimentó zuò 
 Sicherunç des wissenschaftlich-technischeî Fortschrittó iî deò 
 Volkswirtschafô deò DDÒ }beò 199µ hinauó isô verbundeî miô deò 

    Vorbereitunç  voî Grundsatzentscheidungen ¬  einschlie~licè  zõ 
deî erforderlicheî materiell-technischeî Bedingungen.

Das betrifft:

   - Leistungselektronischå Bauelemente“ (siehå u® a® Arbeitsbl{t
   teò gem{þ Anlagå 4© unä Aufnahmå deò Eigenproduktioî  bisheò 

    f}ò deî partielleî Imporô auó deò CSSÒ bzw® deò UdSSÒ vorge
   seheneî Sortimentå odeò Typeen¬ dá seitenó dieseò L{ndeò deò 
   st{ndiç  wachsendå DDR-Bedaræ nichô mehò gedeckô werdeî kanî 

  bzw® strategischå Grundsortimentå betroffeî sind® 
    Diå  L|sunç  dieseó Problemó muþ durcè Erweiterunç deò  ent

   sprechenden F/F- unä voò alleí Produktionskapazit{teî ií VEÂ 
  KMÅ erfolgen.

    - Optoelektronischå Bauelemente¬  insbesonderå LCD-Bauelemente  
    Auæ Grunä deò bisherigeî Entscheidungen¬  daþ  Kapazit{tser

   weiterungeî ií VEÂ Werë f}ò Fernsehelektronië voò 199µ nichô 
    einordenbaò sind¬  liegeî z®  Zt® ií VEÂ AEÂ nuò nichô rele

   vantå  Entwicklungs- unä Bedarfsforderungeî vor¬  welchå diå 
   volkswirtschaftlicheî Erfordernisså nichô widerspiegeln® Diå 

    L|sunç dieseò Problematië isô iî eineò gesonderteî Leitungs
  vorlagå vorzubereiten.
Š

   - Bauelementå deó modulareî Entwurfssystems
   Dieså Arbeitsrichtunç wirä weltweiô immeò st{rkeò  verfolgt® 
   Siå bedingô diå Schaffunç entscheidendeò Voraussetzungeî unä 
   isô  nuò iî Zusasmmenarbeiô miô  Wissenschaftseinrichtungen¬ 

    spezialisierteî  Softwareentwicklungenskapazit{teî unä  Bau
   elementeentwicklerî  unä -produzenteî  m|glich®  Wesentlichå 

    zeitlichå Verz|gerungeî deó Beginnó deò erforderlicheî Akti
   vit{teî  f}hreî unweigerlicè zuò Vergr|~erunç deó  Abstandeó 



    auæ  deí Gebieô deò Entwicklunç unä Produktioî voî h|chstin
  tegrierteî Schaltkreisen

   - Logikbaureihe
   Unteò  Ber}cksichtigunç deò internationaleî Trendó sowiå deò 
   Ergebnisså  deò  applikativeî Vorlaufarbeiô  isô  hierzõ  iî 
   Vorbereitunç deò Fortschreibunç deó strategischeî Sortimentó 
   bió  199µ  eiî Entscheidungsvorschlaç durcè deî VEÂ KMÅ  miô 

  ausgew{hlteî Hauptanwenderî zõ erarbeiten.

   - Mikroprozessorsystem 32 bit Verarbeitungsbreite
   Unteò  Federf}hrunç deó VEÂ KME/VEÂ MMÅ isô bió Anfanç  199° 

    eiî Arbeitsvorschlaç vorzubereiten¬  welcheò auæ M|glichkei
   teî deò arbeitsteiligeî Entwicklunç miô RGW-L{nderî eingeheî 
   unä  Frageî deò Systempflegå f}ò bereitó vorhandenå  Systemå 

  beinhalteî sollte.

   - Halbleiterspeicher gr|~er 4 Mbit

    (( Text nach R}cksprache mit L / AEB und E / KME  ))
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   Š 4.   Aufgaben¬  Zielstellungeî unä Ma~nahmeî zuò weitereî Kl{

       runç unä L|sunç nocè bestehendeò Problemå beé deò Einord
       nunç  unä Realisierunç voî Forderungeî deò  Anwenderindu

      strie
--------------------------------------------------------------

  Beé  deò Bearbeitunç deò bereitó ií Punkô ³ genannteî  umfang
  reicheî  Forderungeî deò Anwendeò nacè  neueî  mikroelektroni

 scheî  Bauelementeî  wurdeî allå M|glichkeiteî ií  Rahmeî  deò 
Ressourceî deò DDÒ unä deó Importó auó deí RG× genutzt.

  Trotú intensiveò gemeinsameò Arbeiô isô eó jedocè nichô gelun
  gen¬  f}ò  allå  vorliegendeî Anforderungeî verbindlichå  Ent

 scheidungeî zuò Einordnunç iî daó perspektivischå Sortimenô zõ 
treffen.

  Auæ deò Grundlagå deò ií Punkô ± deò Vorlagå genannteî Pr{mis
  seî isô eó deshalâ erforderlich¬ konkretå Ma~nahmeî zuò weite

 reî  wissenschaftlich-technischeî Kl{runç  dieseò  Anforderunç 
sowiå deò Kl{runç deò kommerzielleî M|glichkeiteî vorzusehen:

 4.1®  Zõ  deî bereitó unteò Punkô 3 angesprocheneî unä iî  deò 
 Anlagå  ´ enthalteneî Bauelemente-Entwicklungsforderungeî sinä 

  diå erforderlicheî Entscheidungeî zõ treffeî bzw®  diå zõ  be
  nennendeî  Varianteî iî Vorbereitunç gesonderteò  Leitungsent

scheidungeî weiteò aufzubereiten.

  4.2®  Beé 2¸ Bauelementepositionen¬ welchå iî daó perspektivi



 schå  Sortimenô bió 199´ eingeordneô sind¬  ergebeî sicè z.Zt® 
   auæ  Grunä zeitlicheò Differenzeî zwischeî deí Beginî deò  ge

 planteî typbezogeneî Bauelementeproduktioî unä deí Beginî  deò 
 geplanteî Ger{teproduktioî zeitweiligå finanziellå Belastungeî 

 durcè ]berbr}ckungsimportå (Anlagå 8).

 Kumulatiö  ergebeî sicè darauó diå nachfolgendeî  zeitweiligeî 
SW-Importbelastungen:

Jahr             1990    1991    1992    1993    1994
____________________________________________________________

f}r Bauele-
mentetypen
               (( kann erst ab 1.9.89 untersetzt werden ))    
Mittelbedarf   (( V.: A/AEB ))
(in Mio M)

.pa
 ŠF}ò  nachfolgendå  Bauelementetypeî  steheî f}ò deî  Falì  deò 

 Sicherunç deò Ger{teentwicklunç bzw® f}ò deî Produktionsbeginî 
 deò Ger{tå nuò Bauelementå auó NSW-]berbr}ckung“ zuò Verf}gung:

Jahr             1990    1991    1992    1993    1994
_____________________________________________________________

f}r Bauele-
mentetypen
               (( kann erst ab 1.9.89 untersetzt werden))      
Mittelbedarf   (( V.: A/AEB ))
(in Mio VM)

  Miô deí Zieì deò weitereî Minimierunç deò o.g® Importbelastun
 geî  sinä durcè diå Betriebsdirktoreî  deò  Herstellerbetriebå 
 konkretå  Ma~nahmeî zuò weitereî Beschleunigunç deò  geplanteî 

Bauelementeentwicklunç einzuleiten.

V.: Betriebsdirektoren der Herstellerbetriebe
T.: Planentw}rfe 1990 ff

  Desweitereî sinä ií Fallå solcheò Differenzeî diå bauelemente
  seitigeî  Auswirkungeî  auæ diå Themensicherunç unteò deí  Ge
  sichtspunkô  deò  Minimierunç deó Mittelbedarfó  f}ò  ]berbr}

 ckungsimportå klaò auszuweiseî unä Entscheidungsvorschl{gå zuò 
Sicherunç deó Produktionsanlaufeó aî daó MEÅ vorzubereiten.

V.: Generaldirektoren der Ger{teindustrie
T.: Themenverteidigungen K2



  4.3®  F}ò diå iî deò Anlagå ¹ genannteî Bauelementetypen¬ wel
 chå  nichô Inhalô deó verf}gbareî Bauelementesortimentó  sind¬ 

  liegô auæ deò Grundlagå voî Leitungsentscheidungeî deò vergan
 geneî Jahrå einå z.Zt®  j{hrlichå NSW-Importbdauerbelastunç iî 

H|hå voî insgesamô ..® Miï VÍ vor.

 F}ò dieså genannteî Positioneî isô iî Erg{nzunç dieseò Vorlagå 
  diå  Aktualit{ô deò seinerseitó verantwortungsbewu~ô getroffe

 neî  Leitungsentscheidungeî  auæ  Grunä  m|glicheò  ge{nderteò 
  Voraussetzungeî zõ pr}feî unä ggf® geeignetå Entscheidungsvor

 schl{gå  iî  Abstimmunç  zwischeî  deí  bilanzverantwortlicheî 
 Bauelementeherstelleò unä deí Bauelementeanwendeò miô deí Zieì 

deò weitereî Minimierunç deò NSW-Belastungeî zõ erarbeiten.

  V.:  Genaraldirektoò KMÅ miô deî Generaldirektoreî deò  Anwen
     derkombinate
.pa
    Š Anlage_1

Bauelemente-]berleitungeî deò Kombinatå Mikroelektronië unä 
 Carì Zeisó JENÁ 1989

===========================================================

Tyð        Beschreibunç                 Heò Ter-  Erzeugnis-
                                        st. min   gruppe          
------------------------------------------------------------
B.060.S    BIFET-OPV                    HWF   /89 bipolar  
B.061.S    BIFET-OPV                    HWF   /89 bipolar
B.062.S    BIFET-OPV, 2fach             HWF   /89 bipolar
B.064.Ó    BIFET-OPV¬  4facè            HWÆ   /8¹ bipolaò
B.066.S    BIFET-OPV                    HWF   /89 bipolar
B.411.DD   BIFET-OPV                    HWF 11/89 bipolar
B.4204.D   Nullspannungsschalter        HWF 03/89 bipolar
B.4205.D   Nullspannungsregler          HWF 03/89 bipolar
B.466      Hall-Sensor f}r elektr.Zdg.  HWF 11/89 bipolar
D.31²      Blickgeber-SË                HWÆ   /8¹ bipolar
DL.005.DÃ  6facè Inverter¬ OÃ           HWÆ 06/8¹ bipolaò    
DL.016.DÃ  6facè Inverteò u.Treiber¬OÃ  HWÆ 06/8¹ bipolar    
DL.026.DC  4fach NAND-Gatter je 2E, OC  HWF 06/89 bipolar
SS.550.XS  Darlington-Transistor-Chip   HWF 09/89 Dioden/Tr.
SS.560.XS  Darlington-Transistor-Chip   HWF 09/89 Dioden/Tr.
TDA.1579   Verkehrsfunkdecoder          HWF 11/89 bipolar            
U.739.DC   CMOS-A/D-Wandler 12 bit      HWF 10/89 unipolar           
U.7650.DD  Pr{z.-OPV m.ger.Offsetsp.    HWF 11/89 unipolar           
           spannung                                
SU.310     npn-Darlington-Transistor    MLS 03/89 Leistungsel.
           350 V /  7 A                             
SU.311     npn-Darlington-Transistor    MLS 03/89 Leistungsel.           
           400 V /  7 A                             
SU.312     npn-Darlington-Transistor    MLS 03/89 Leistungsel.
           400 V / 10 A                             
SU.376     Lampentreiber f}r NARVA      MLS 11/89 Leistungsel.



SU.382     Leistungsschalttransistor    MLS 12/89 Leistungsel.
           850 V /  5 A                             
SU.383     Leistungsschalttransistor    MLS 12/89 Leistungsel.
           1000V /  5 A                             
SU.384     Leistungsschalttransistor    MLS 12/89 Leistungsel.
           1000V /  7 A                             
SU.518     Transistormodul              MLS 04/89 Leistungsel.
           600 V / 60 A                             
SU.519     Transistormodul              MLS 04/89 Leistungsel.
           900 V / 60 A                             
SU.520     Transistormodul              MLS 04/89 Leistungsel.
           1000V / 60 A                             
U.1183.XD  SK f}r Analog-Uhr            MME 01/89 unipolar
U.2164.PF  64-Kbit-DRAM, SMD            MME 11/89 unipolar
U.2664.D   64-Kbit-PROM                 MME 07/89 unipolar
U.2764.Ã   64-Kbit-EPROÍ                MMÅ 07/8¹ unipolar 
U.713.PÆ   Telefon-SË                   MMÅ 11/8¹ unipolar
U 8030DC04 ser.Kommunikations-Contr.    MME 02/89 unipolar
U.80606.DC Bus-Controller               MME 09/89 unipolar
U.82530.D  ser.Kommunikations-Contr.    MME 02/89 unipolar
           SCC                                      
U.82720DC04Graphik-Display-Contr.4 MHz  MME 12/89 unipolar
.pa
ŠTyð        Beschreibunç                 Heò Ter-  Erzeugnis-
                                        st. min   gruppe
------------------------------------------------------------
SCE.535    npn-Kleinleistungstransistor MSN 03/89 Dioden/Tr.
           1A/45V                                  
SCE.536    pnp-Kleinleistungstransistor MSN 03/89 Dioden/Tr.
           1A/45V                                   
SCE.537    npn-Kleinleistungstransistor MSN 03/89 Dioden/Tr.
           1A/60V                                 
           1A/60V                                  
SCE.539    npn-Kleinleistungstransistor MSN 03/89 Dioden/Tr.
           1A/80V                                   
SCE.540    pnp-Kleinleistungstransistor MSN 03/89 Dioden/Tr.
           1A/80V                                   
SME.992    n-Kanal Dual-Gate MOSFET f.UKW MSN 08/89 Dioden/Tr.
SME.994    n-Kanal Dual-Gate MOSFET f.VHF MSN 08/89 Dioden/Tr.
SME.996    n-Kanal Dual-Gate MOSFET f.UHF MSN 08/89 Dioden/Tr.
MB.126     Miniatur-Reflexkoppler       WFB 11/89 Optoelektr.     
MQE.10     LED-Anzeige, 3stellig, rot   WFB 11/89 Optoelektr.
           mit integriertem AD-Wandler           
VQ.175     Infrarot-Emitterdiode f. LLK]WFB 06/89 Optoelektr.
VQF.91     LED-Kamera-Anzeige, mehrf.   WFB 12/89 Optoelektr.
VQH.205    LED-Ziffernanzeige, flach    WFB 07/89 Optoelektr.
           zur Frequenzanzeige                      
VQH.206    LED-Ziffernanzeige, flach    WFB 07/89 Optoelektr.
           4stellig, f}r Kassettendeck              
VQH.207    LED-Ziffernanzeige, flach    WFB 07/89 Optoelektr.
           4stellig, f}r Phono                      
U.1159     120 MHz-Vorteiler            ZMD 10/89 unipolar
U.61256    DRAM 256K, 80/100/150 ns     ZMD 05/89 unipolar
           256Kx1 



U.6264     CMOS-SRAM 64K, 55/70 ns      ZMD 05/89 unipolar
           8kx8                                     
U.6548     CMOS-SRAM  4K, 20/35 ns      ZMD 05/89 unipolar
           1Kx4                                     

   Produktionseinf}hrung von ASIC-Bauelementen 1989:
U.5201-PC123  Nachrichten-IS
U.5201-FC125  DMA
U.5201-FC127  Testschaltung
U.5201-FC129  Register-IS
U.5201-FC306  Rechnerinterface
U.5201-FC309  Motorsteuerung
U.5201-FC310  Arithmetik-IS
U.5201-FC311  Register/Z{hler
U.5201-FC312  Steuerungs-IS
U.5201-FC517  Industrie-BUS-IS
U.5201-FC519  Rechner-IS
U.5201-FC523  Steuer-IS
U.5201-FC533  Demultiplexer-IS
U.1500-DC007  Adre^dekoder
U.1500-DC008  LEE(Leitungsendeinrichtung)
U.1520-FC007  SYG 90/II
U.1520-FC008  FSA KC 90/II
U.1520-PC501  K 5601 Logik-IS
U.1520-FC603  E/A-Prozessor
U.1520-FC604  Spez.1
DK.708.D      Kamera-IS
DK.410.D      Steuer-IS, SLIC
DK.612.D      Logik-IS f}r PA 1203
AK.631.DK     IS f}r Funkger{te 
    Š Anlage_2

 ]bersichô }beò diå applikativå Sicherunç deò  Staatsplanthemeî 
der Pl{ne Wissenschaft und Technik 1990

 (Arbeitsstand 7/89)
==============================================================

        eingereicht  gesichert   nur sicherbar   nicht gesichert
                     mit ver-    mit zeitw.NSW   (Einsatz von BE
                     f}gbarem    ]berbr}ckungs-  au~erhalb der
                     Sortimenô   importeî        Strategiå (90-94)
_________________________________________________________________

   MEE       115           30              55                 30
_________________________________________________________________

 KROÂ          2³            ·              10ª                 ¶         
 

 KAAÂ          1µ            -               ·                  ¸     
 
KEAW          14            7               7                  -
 

 KRuÆ           ³            -               ±                  ² 
 



K Haus-        1            1               -                  -
haltsger.

KNE           11            5               4                  2

KWO            1            1               -                  -

KME            7            2               5                  -

KEB            4            4               -                  -

KKWH           4            1               2                  1

KNARVA         1            -               1                  -

KCZ           31            2              18                 11
________________________________________________________________

   au~erhalb MEE               
             12¶            7¹             1¶                  -
________________________________________________________________

FHK/NKM        5             -              5                  -

AdW           31      Aussage zur Themensicherung liegt seitens
                      AdW z. Z. nicht vor.

}brige        90            79              11                 -
________________________________________________________________

Summe gesamt 
             24±           10¹              7±                30
________________________________________________________________

 ª  NSW-Importå erfolgeî ií Rahmeî deò best{tigteî Realisierungs- 
   konzeption

    Š Anlage_3

  Ausgew{hltå  z.Zt®  nocè nichô gesichertå  Forschungs- unä  Ent
  wicklungsthemeî  miô  Bauelementeforderungeî au~erhalâ deó  Per

 spektivsortimentes„                                                 
==============================================================

Kombinat      Thema              Bauelement    Bemerkung        
________________________________________________________________

KNE           PCM 30 III-PME     27 C 64       Realisierung
                                               deó Prod.bedarfs  
                                               mit OTP 2664
                                               
                                 1 N 6298           
                                 (Suppressor-



                                 dioden
                                 
KAAB          Schaltkreisent-    27 F 64            
              wurf               EP 600   
                                 (EPLD's)
           
              SPS-MRS            27 C 256           
              speicherprogram-   2817 A
              mierbare Steue-    DC/DC-Wandler 
              rung
            
KROB          Komplex 0025       Typen gem{~        
                                 Realisierungs-
                                 konzeption
   
              Festplatten-       SSI 117-6CH        
              speicher        
            
              K 5504             (Lesekopf-IC)
                                 weiter Typen
                                 gem{~ Realisie-
                                 rungskonzeption

KCZ           Automatischer      FAST-Reihe          
              Scheiben-          LCD-Display
              repeater 22
 
              Digitaltheodolit   27 C 256            
              DT 10
.pa
    Š Anlage_4

  Arbeitsbl{tteò zõ deî vorgeseheneî Arbeitsrichtungeî zuò  Kl{
 rung von Bauelementeforderungen

==============================================================

     4.1._]berspannungsbegrenzer

Anwendungsgebiet

  ]berspannungsschutú  f}ò  Ger{tå  unä   Anlageî  deò  elektro
 nischeî  Nachrichtentechnië deó Kombinateó Nachrichtentechnik» 

danebeî  weiterå Anwendeò miô kleineî St}ckzahlen.

     4.1.1._Grobschutz_(gasgef}llte_]berspannungsbegrenzer)

Gegenw{rtiger Arbeitsstand

 Einsatú voî Bauelementeî auó CSSR-Importeî auæ Grunä zõ  hoheò 
 Strahlunç   voí  Amô  f}ò  Atomsicherheiô  unä  Strahlenschutú 
 verboten®  Firmá Siemenó haô neuå Bauelementå miô  reduzierteò 

Strahlung im Angebot.

Bedarfseinsch{tzung in Mio St}ck 



                             1990          1994
------------------------------------------------------------

Gesamtbedarf                 1,1           1,2

Entscheidungsvorschl{ge f}r weitere Arbeitsrichtungen

  - ]bergabå  deò Bilanzverantwortunç aî eiî Kombinaô miô  Tech  
   nologievorausetzunç  f}ò  gasgef}lltå  Bauelementå  (KNARVA¬ 

    KEAW© odeò aî deî Hauptbedarfstr{geò KNE¬  dá derartigå Bau
  elementå nichô mehò deí Erzeugnisprofiì deó KMÅ entsprechen
  V.: MEE

- Weiterf}hrunç   deò  Verhandlungeî miô deò CSSÒ unteò Einbe-
   ziehunç  deó Hauptbedarfstr{geró  KNE  miô deò Zielstellung¬ 

   einå  Modifizierunç  deò  vorhandeneî  ]berspannungsableiteò   
    durcè  diå CSSÒ miô nachfolgendeí  Imporô dieseò modifizier

  teî Bauelementå zõ erreichen®  
  V.: bilanzbeauftragtes Kombinat

  Einå NSW-Importbelastunç w}rdå ca®  5-¶ Miï VÍ j{hrlicè betra
gen
 

     4.1.2._Feinschutz_(Suppressordioden)

 Bedarfseinsch{tzunç   auæ   deò  Basió  voî   µ   vorliegendeî 
Bauelemente-Antr{gen in Mio St}ck 

                                 1990        1994
-------------------------------------------------------------
Gesamtbedarf                      1,5        2,0

 ŠDeò Anteiì deó KNÅ (]bertragungs-¬  Vermittlungstechnik© davoî 
betr{gô ca® 9° %.

Gegenw{rtigeò Arbeitsstand

 Ií  NS×  wirä  zunehmenä  auæ  deî  Einsatú  voî  integrierteî 
Schutzschaltungen orientiert.

  Bió 11/199± wirä ií VEÂ MLÓ diå Entwicklunç voî Chipó durchge
 f}hrt®  Einå  Bilanzierunç deò Produktioî isô wegeî  fehlendeò 

Investitioneî nichô m|glich.

Importå  auó deí RG× (UdSSR¬  CSSR© steheî nichô zuò Verf}gung.

Entscheidungsvorschl{ge f}r weitere Arbeitsrichtungen



 - Einå  Fertigunç  isô ií Rahmeî deó 5-Jahrplaî  1991-199µ  zõ 
  bilanzieren.
  V:VEB KME/MLS

 - Kl{runç  deò  perspektivischeî  Abl|sunç  durcè  integriertå 
  Schutzschaltungen
  V: Sektion "Schaltungsintegration" mit VEB KNE

  - Bió  zuò  Eigenproduktioî kanî deò volkswirtschaftlicè drin
  gendstå Bedaræ nuò miô NSW-Importeî gesicherô werden.
  

     4.2._Kleinleistungs-MOSFET-Schalter_(<_200_V,_n-_und_p-Kanal)

Anwendungsgebiet

  Insbesonderå  ií Bereicè Nachrichtentechnië (Vermittlungstech
  nik¬ Fernsprechendger{te)¬  Automatisierungstechnië (Initiato

ren¬ Festk|rper-Relais© sowiå EDV-Peripheriå (Monitore)® 

 Eó  liegeî  deí  VEÂ AEÂ µ typkonkretå Forderungeî  f}ò  dieså 
  Bauelementeklasså vor®  Infolgå deò multivalenteî  Einsetzbar
  keiô  wirä iî Abh{ngigkeiô voî deò Preisgestaltunç einå m|gli

 chå  Bedarfssteigerunç  auæ daó 2...5-fachå beé  Aufnahmå  inó 
Sortimenô erwartet.

Bedaræseinsch{tzung iî Mio St}cë    
                                     1990            1994
                                                              
Kleinleistungs-MOSFET gesamt          1,3             3,6    
(davon p-Kanal                        0,9             1,1 )    

Gegenw{rtigeò Arbeitsstanä (f}ò n-Kanal-Typen)

 Hochvolt-Kleinleistungs-MOSFEÔ   basiereî  auæ  deò   gleicheî    
 Technologiå  wiå  Leistungs-MOSFET®   Grundlagenuntersuchungeî    

hierzõ findeî in der THÉ statt.
Entwicklungeî sinä ií  VEÂ  KMÅ bis 1995 nichô einordenbar.

 Diå  CSSÒ  haô  eineî Tyð entwickelt¬  Musteò  wurdeî  positiö    
erprobt. 
.pa

 ŠP-Kanal-Typeî sinä iî eineò 2®  Entwicklungsphaså iî deò  CSSÒ 
vorgesehen.

 Eó  wirä eingesch{tzt¬  daþ deò DDR-Gesamtbedaræ auó deò  CSSÒ 
  nichô  gedeckô werdeî kanî (Prod.-kapazit{ô zõ gering¬  gefor

dertå Sortimentsbreitå bió 200V/1,5Á bisheò nichô konzipiert).

Entscheidungsvorschl{ge f}r weitere Arbeitsrichtungen

 - Untersuchunç   deò M|glichkeiteî  zuí  Aufbaõ  eineò eigeneî 
   technologischeî Basió (f}ò Zykluó É identiscè miô Leistungs-    

   MOSFET-Technologie©  f}ò  Chipentwicklunç    Kleinleistungs-
  MOSFET



  V.: VEB MLS

 - Diå  Planunç deò Investmitteì isô ií VEÂ MLÓ iî  Zusammenhanç 
   miô deò Entscheidunç zuò Entwicklunç voî Leistungs-MOSFEÔ miô 

  einzuordnen® 
  V.: VEB MLS

 - Verhandlungeî  miô deò CSSÒ zuò Kooperatioî (Verkappunç  voî   
  CSSR-Chipó  beé  VEÂ MSÎ ií oberfl{chenmontierbareî Geh{use)
  V.: VEB MSN

 - F}ò  deî  Zykluó IÉ  isô ií VEÂ MSÎ beé Bereitstellunç  durcè  
    Eigenaufkommeî odeò CSSR-Kooperatioî einå entsprechendå Kapa

  zit{ô zõ planen.
  V.: VEB MSN

  - Eó sinä weiterå Bem}hungeî uí Importm|glichkeiteî deò  Baue
   lementå  auó deò CSSÒ durchzuf}hren®  Deò Importaufwanä  f}ò 
   diå  f}ò 199´  ausgewieseneî  St}ckzahleî w}rdå sicè auæ ca® 

  µ Miï Í belaufen.
  V.: bilanzverantwortlicher Betrieb

 

     4.3®_Leistungs-MOSFET

Anwendungsgebiet

 Multivalenteò Einsatú iî deò Volkswirtschaft¬  u.a®  beé  EDV-
  Peripherie¬   CAD/CAM¬  Nachrichtentechnik¬  Automatisierungs

technik.
 Eó   liegeî  ií  VEÂ  AEÂ  1µ  Bauelementeantr{gå   vor®   Diå 
 Forderungeî  beziehen  sicè auæ eiî breiteó  Typenspektruí  ií 
 Bereicè  voî  50V/45Á  bió  700V/5A®   Deò  Bedaræ  w}rdå  beé 
 Bereitstellbarkeiô    erheblicè    steigeî    (gesch{tzô    iî 

Abh{ngigkeit voí Preis : Faktor 2...5)

Bedaræseinsch{tzung in TSt}ck
                                      1990          1994
                                                              
Leistungs-MOSFET gesamt                100           500   

 Weitereò  angek}ndigteò  Bedaræ  iî deò  Gr|~enordnunç  ²  Miï 
 St}ck/Jahò  f}ò  diå  Kfz-Industriå isô bisheò nocè nichô  aló 

Forderunç untersetzt.
.pa
ŠGegenw{rtigeò Arbeitsstand
    
Leistungs-MOSFEÔ   erforderî   einå neuå  Basistechnologie auæ
deí Gebieô deò Leistungselektronik¬  f}ò  diå  iî  deò DDÒ  ií 
Bereicè AdW/Hochschuleî Grundlagenforschungeî  begonneî wurden®  

 Dieså   Technologieî  habeî  eiî  voî  deò   H|chstintegratioî 
 bekannteó   Niveaõ  (feinstå  Struktureî  auæ  gro~eî   Chips¬ 

Reinraumklasså 10¬ internat® Spitzeº Klasså ± !)



 Entwicklunç  unä  Produktioî  derartigeò Bauelementå  isô  bió    
 199µ ií VEÂ Mikroelektronië "Karì Liebknecht¢ Stahnsdoræ nichô  

m|glich.

Iî  deò CSSÒ  wurdeî  Leistungs-MOSFET-Technologieî entwickelt
 und erste Bauelemente sind seit 1988 in Produktion.

 Eó wirä eingesch{tzt¬ daþ auó Gr}ndeî deò Sortimentsbreitå unä 
 auó  Kapazit{tsgr}ndeî  iî absehbareò Zeiô  eiî  vollst{ndigeò 

RGW-Import nicht m|glich sein wird.

Entscheidungsvorschl{ge  

 - Untersuchunç  deò  M|glichkeiteî  zuí Aufbaõ  eineò  eigeneî      
   technologischeî  Basió  (iî Zusammenarbeiô miô deò  Ad×  unä   

  Hochschulen).
  V.: VEB MLS

 - Kl{runç deò M|glichkeiteî zuò Kooperatioî miô deò  CSSR®  Eó 
  sinä ggf® entsprechendå Voraussetzungeî zõ bilanzieren.
  V.: VEB MLS

- Kl{runç deò Importm|glichkeiteî auó deò CSSÒ. 
  V.: bilanzbeauftragter Betrieb

 - Applikativå  Pr}funç voî perspektivischeî  M|glichkeiteî  deò 
  Aufnahme von UdSSR-Typen in die Verzeichnisse.
  V.: VEB AEB

 - Eó  isô  diå Importbelastunç iî Abh{ngigkeiô voí  geforderteî 
  Typspektrum zu kl{ren.
  V.: VEB MLS mit AHB

 4.4. Bipolare Niederspannungs-Hochstrom-Transistoren
    _____(<_200_V,_>_30...100_A)________________________

Anwendungsgebiet

  Iî  deò  gesamteî Leistungselektronië aló  Schalteò  beé  nie   
  drigeî  Betriebsspannungeî (¼ 10° V© z®  B®  f}ò  Stromversor   
  gung¬ Transistorstelleò f}ò numerischå Steuerungen¬ Schwei~um

richter¬ Steuerungeî f}ò Elektrofahrzeugå 

Es liegen im VEB AEB 5 Bauelementeantr{ge vor.
.pa
ŠBedaræseinsch{tzung in TSt}cë   

  Eó werdeî ³ Typeî geforderô miô folgendeí vorliegendeí Gesamt
bedarf (f}r 1994 gesch{tzt)º 

   Typ                         1990       1992      1994
------------------------------------------------------------
   BUW 49 (90 V, 30 A)          15         35        70  



   BUV 19 (90 V, 60 A)          22         24        45  
   BUT 30 (100 V, 100 A)       0,1         12        20  
   

Gegenw{rtigeò Arbeitsstand

 Diå  Problematië  wurdå  iî  deò  Fachgruppå   "Leistungselek-    
  tronischå Bauelemente¢ diskutierô unä diå angegebeneî Bedarfs

zahleî ermittelô unä deí VEÂ MLÓ zuò Stellungnahmå zugeleitet.
 Seitenó VEB MLS/Å  wurdå folgendå Aussagå gemachô:    

 - Eiî A-Themá f}ò eiî Transistorchið analoç BU× 4¹ (90V/30A© ií 
  TO-218-Geh{uså ist f]ò 198¹  eingeordnet.

 - Fertigunç  voî  weitereî  Typeî  miô  Str|meî   >30Á  (analoç 
   BUV19¬  BUÔ 30) erforderô Parallelschaltunç voî 30A-Chipó unä 

  isô miô deî vorhandeneî Geh{useî nichô m|glich.

  Internationaì  wirä  langfristiç deò Bereicè  deò  Niedervolt
  Hochstrom-Transistoreî dieseò Gr|~enordnunç (bió 10° A© zuneh

 menä  durcè  Leistungs-MOSFEÔ abgel|st®  Dieså Tendenú isô  iî 
Abh{ngigkeiô voî deò \konomiå zõ ber}cksichtigen.

Entscheidungsvorschl{ge f}r weitere Arbeitsrichtungen

 - Aufnahmå eineò K-Entwicklunç f}ò eineî Tyð analoç BU× 4¹  iî   
  diå Bauelemente-Strategiå durcè VEÂ MLS.
  V: VEB MLS

  - Kl{runç deò M|glichkeiteî deò Bereitstellunç unä deó  Einsa
    tzeó  voî 60-A- unä 100-A-Typeî auæ Basió deó zõ entwickeln

  deî 30-A-Chipó ií Moduì bzw® ISOTOP-Geh{use® 
  Vº VEÂ MLÓ mit deò Fachgruppå "Leistungselektronik"

  - Diå weiterå perspektivischå Arbeitsrichtunç isô ií  Zusammen
  hanç miô deò MOSFET-Entwicklunç zõ entscheiden.
  V: VEB MLS mit der Fachgruppe "Leistungselektronik"

  Einå Nicht-Einordnunç iî daó perspektivischå Bauelementesorti
 menô  w}rdå  f}ò diå ³ geforderteî Typeî einå  Importbelastunç 

f}ò 199° voî ca. ± Miï VÍ unä 199´ voî ca® ³ Miï VÍ ergeben.
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  Š 4.5® CMOS-EPROÍ - Elektriscè programmierbare unä UV-
    _____l|schbare_ROM__________________________________

Anwendungsgebiet

 Deò  Einsatú  voî  CMOS-EPROÍ isô auó Gr}ndeî  deò  geringereî 
  Verlustleistunç gegen}beò NMOS-EPROÍ besonderó beé  tragbaren¬ 

  batteriegest}tzteî  Ger{teî (z®  B®  Handpyrometer©  unbedingô 
 notwendig®  Desweitereî  wirä deò breitå Einsatú voî  CMOS-MR-

Systemeî (8-bit-EMR/MPS© ohnå o® g® Speicheò nichô m|glich® 



  Bedarfseinsch{tzunç  iî Ô St}cë auæ deò Grundlagå voî ´  Baue
lementeantr{gen und Realisierungskonzeptionen:

                      1990     1991     1992    1993   1994
___________________________________________________________

U 27 C 64             290      1300     1500    2100   3800
U 27 C 256              3         8       21      22     30
32Kx8-bit-CMOS-EPROM             20       60     100    150

 Beé  Aufnahmå iî daó Perspektivischå Sortimenô wirä deò Bedaræ 
auf }ber das Doppelte ansteigen.

z. Zt. Bedarf und Einsatz applikativ begrenzt auf:
  
KNE:  PCM 30
TuR:  Medizintechnik
KEAW: Handpyrometer
KCZ:  Luftbildme~kammer 2000
sowie ausgew{hlte Themen von KRD, KAAB, FHK

Gegenw{rtiger Arbeitsstand

   Iî deò DDÒ sowiå iî deî andereî RGW-L{nderî werdeî ausschlie~
licè NMOS-EPROÍ (8Kbiô ø 8© entwickelt®        

 Aló ]bergangsl|sunç wirä durcè KMÅ eiî >=128-Kbit-CMOS-ROÍ (z® 
Z® gesch{tzteò Bedaræ ca® 15° Ô St}ck© angeboten.
199´ isô diå Bereitstellunç deó 128-Kbitx8-CMOS-EPROÍ geplant® 

  Miô  dieseí Angeboô isô einå applikativå Sicherunç alleò  Bau
elemente-Forderungeî nichô m|glich.

Entscheidungsvorschl{ge f}r weitere Arbeitsrichtungen

 - Anwendeò miô hoheî Bedarfszahleî sinä weitestgehenä auæ ROM-  
  Varianteî zõ orientieren.
  V:VEB MME

  - Pr}funç  deò  Einordnunç deó CMOS-EPROÍ aâ 1993®  Zuò  Fest
   legunç  deò erforderlicheî Speicherkonfiguratioî  isô    eiî 

  Standpunkô zõ erarbeiten.
  V:Sektion "Schaltungsintegration"/VEB MME

 Deò Valutaaufwanä w}rdå 199° ca®  µ Miï VÍ unä 199´ ca® 5° Miï 
VÍ betragen.
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     Š 4.6._EEPROM_-_Elektrisch_programmierbarer_und_l|schbarer_ROM

Anwendungsgebiet

 Seitenó  deò  Anwenderindustriå werdeî  zunehmenä  CMOS-EEPROÍ 
  gefordert¬  weiì  deí internationaleî Stanä folgenä   deò  Ge

 brauchswerô  deò  Finalerzeugnisså erh|hô werdeî  mu~®  EEPROÍ 
 gestatteî  daó elektrischå Umprogrammiereî ií  Ger{t¬  sï  daþ 

  gegen}beò  deî EPROÍ diå Leiterplattå nichô mehò steckbaò  ge



 stalteô werdeî mu~® U.a® dieneî EEPROÍ zuí Speicherî voî Dateî 
beií Ausschalteî deó Ger{tes®    
 
Bedarfseinsch{tzung in TSt}ck 
       
                      1990     1991    1992    1993   1994
____________________________________________________________ 

CMOS-EEPROM 1 K x 8     1        1       1       1      1
CMOS-EEPROM 2 K x 8   150      170     170     170     170
CMOS-EEPROM 8 K x 8     1        2      50     250     350

 Diå  Bedarfseinsch{tzunç basierô auæ ´ Bauelementeantr{gå  unä 
bezieht sich vorrangig auf

CMOS-EEPROM 1Kx8  Tachymeter, KCZ
CMOS-EEPROM 2Kx8  Kompaktregler, KEAW, Konsumg}ter, KRD
CMOS-EEPROM 8Kx8  Steuerung 7000, FHK

  Eó wirä eingesch{tzt¬  daþ sicè auó perspektivischeî Forderun
 geî  deò  Konsumg}terprogrammå  einå  Bedarfserh|hunç  kleineò 

EEPROM (<= 2Kbit) ergeben wird.

Gegenw{rtigeò Arbeitsstand

Iî  deò DDÒ werdeî EEPROM nicht vor 199³ entwickelt.

Iî deò SÕ werdeî diå Typen
                    KÒ 160± RÒ ± (± Ë ø ´ EEPROM)
                    KÒ 161± RÒ ± (¸ Ë ø ¸ EEPROM)
produzierô.

Entscheidungsvorschl{ge f}r weitere Arbeitsrichtungen

 - Diå  sowjetischeî  Typeî sinä applikatiö zõ untersucheî  unä     
  Entscheidungeî f}ò Importå darauó abzuleiten.
  V.: VEB AEB

  - Iî  Abh{ngigkeiô voî deî applikativeî Ergebnisseî beé  indu
    strielleî  Anwendungeî auæ Importå auó deò UdSSÒ   zõ orien

  tieren.
  V.: VEB KME/K

 - Diå  ]berleitunç deò DDR-EEPROÍ isô  zõ  beschleunigen®  Aló 
   Technologiå  ist¬  entsprechenä  deí internationaleî  Stand¬      

    auæ  einå modernå CMOS-Technologiå (aâ CSGÔ 4© zõ  orientie
  ren® 
  V.: VEB MME  
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     Š 4.7._Gleichrichterdioden_in_Aufsetztechnik   

Anwendungsgebiet

breiter Einsatz in Stromversorgungsger{ten

 Bedarfseinsch{tzunç  auæ Basió deò SMD-Einsatzkonzeptioneî deò 



Anwenderkombinatå in Mio Stck.

                           1990             1994
--------------------------------------------------------

Gesamtbedarf               3,5              40,0

 Deò  vorliegendå Bedaræ wirä zõ 75¥ durcè daó  Kombinaô  NARVÁ 
"Rosa Luxemburg" bestimmt (Objekt Kompaktlampe).
 
Gegenw{rtiger Arbeitsstand

 Diå Entwicklunç dieseò Bauelementå isô auæ deò Basió deò Chipó 
 deò Reiheî SÙ 36° unä SÙ 34µ entsprechenä eineò Studiå ií  VEÂ 

  MLÓ  m|glich. Z.Zt® fehleî jedocè diå technologischeî unä pro
duktionskapazit{tsm{~igeî Voraussetzungeî ií VEÂ MLS.

Entscheidungsvorschl{ge f}r weitere Arbeitsrichtungen

 - Einå  Eigenentwicklunç unä Produktioî isô ií Rahmeî  deó  5-
    Jahrplanó 1991-  199µ zõ bilanzieren¬  insbesonderå zuò Rea

   lisierunç  deó   Themaó "Schraubsockellampå miô  eingebauteí 
   elektronischeî    Vorschaltger{ô  (EVG)¢ ií VEÂ NARVÁ  "Rosá 

  Luxemburg".
  V:VEB KME

 - Diå technologischå Konzeptioî (Chip-Entwicklung¬ Verkappung¬ 
  Investitionen) ist zu erarbeiten.
  V: VEB MLS
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    Š Anlage_6

 Grundrichtungeî  deò  Entwicklunç deò Haupterzeugnislinieî  ií 
 Zeitrauí bió 1994

==============================================================

     Mikroprozessorsysteme

  - Nebeî deî vorhandeneî Mikroprozessorsystemeî (MPS© unä  Ein  
   chipmikrorechnerî  (EMR© wirä sicè diå  weiterå  Entwicklunç   

    unä  Produktioî auæ schnellå unä leistungsf{higå  Systembau
  elementå (1¶ unä 3² bit© konzentriereî (Projekô 1632).

-  leistungsarmå CMOS-Systeme:

    8-bit-CMOS-EMR (U 86C11, U 86C81)            VEB MME  1992
    8-bit-CMOS-MPS, UA 880-kompatibel, 4 MHz                              
    U 84 C 00 D ("UA 880 - CPU")                 VEB MME  1990
    U 84 C 20 D ("UA 855 - PIO")                 VEB MME  1990
    U 84 C 30 D ("UA 857 - CTC")                 VEB MME  1990

 - hochkomplexå  Peripherie-Schaltkreise¬  diå  unabh{ngiç  voí     
   Prozessorsysteí  iî 8-¬  16- unä 32-bit-Systemeî  einsetzbaò   

  sind (siehe Anlage 7 )



     Halbleiterspeicher

Schwerpunkte bei der Entwicklung und Produktion bis 1995 sind:

-  Schreib-/Lesespeicher

    64-Kx4bit-CMOS-DRAM                          VEB ZMD  1990
     1-Mx1bit-CMOS-DRAM                          VEB ZMD  1990
   256-Kx4bit-CMOS-DRAM                          VEB ZMD  1994
    64-Kx4bit-CMOS-SRAM                          VEB ZMD  1990
       4-Íbit-CMOS-DRAÍ                          VEÂ ZMÄ  1992

-  programmierbare Speicher

   256-Kbit-NMOS-EPROM                           VEB MME  1992
     1-Mbit-CMOS-EPROM                           VEB MME  1994
   EEPROM (Pr{zisierung u.                       VEB MME  1995
   Ergebnis einer Studie 1991)

     Bipolare_und_unipolareßSchaltkreise

 Bió  199±  erfolgô  diå ]berleitunç weitereò  Bauelementå  auæ 
Basió 

 - Hochvolttechnologiå  É (10° V© unä IÉ (40° V© unä Beginî voî 
  Verfahrensarbeiten zu Hochvolttechnologie III (700-1000 V)

  - erweitertå  Bipolartechnologiå f}ò  hochintegriertå  Schalt
  kreise

- CSGT im Technologieniveau IV 

 - verfahrenstechnischå  Arbeiteî zuò ]berleitunç  deò  BICMOS-
  Technologie bis 1995
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 ŠDaó  Sortimenô leistungsarmeò Logikschaltkreiså wirä bió  199± 
weiter erh|ht.
 

 Miô  Einf}hrunç deò ECL-Technologiå ií VEÂ HWÆ werdeî schnellå 
  bipolarå  Arrayó miô Schaltzeiteî kleineò ± nó iî diå Entwick

lunç aufgenommeî unä 199³ erstå Bauelementå bereitgestellt. 

 Gegenw{rtiç werdeî ií VEÂ MMÅ Entwicklungeî zõ eineò schnelleî    
 CMOS-Logië (3ns/ACL© aufgenommen¬  uí 199´ 2° Bauelementetypeî 
 bereitzustellen®  Bió 199² werdeî Entwicklungsarbeiteî f}ò eiî 

Sortimenô aî leistungsarmeî CMOS-Schaltkreiseî  durchgef}hrt.  

     Kleinleistungstransistoren

 Eiî  Grundsortimenô  aî  Kleinleistungstransistoreî  wirä  auó 
 Eigenaufkommeî  unä auó RGW-Importeî ií erforderlicheî  Umfanç 

bereitgestellt.



     Leistungselektronische_Bauelemente

 Daó  festgelegtå  Sortimenô wirä bió 1994  auó  Eigenaufkommeî 
  durcè  diå Entwicklunç voî Schottky- unä   Epitaxiediodeî  er

g{nzô unä durcè Importå auó deò CSSÒ unä deò UdSSÒ erweitert.

     Optoelektronische_Bauelemente

 Diå  Arbeiteî ií VEÂ WFÂ konzentriereî sicè ií Kompleø LEÄ unä 
 LEA¬ auæ deò Grundlagå unä ií materiell-technischeî Rahmeî deò 

  Entscheidungeî  deó  VEÂ KMÅ zuí weitereî Ausbaõ  deò  Produk
tionskapazit{teî, auf:

 - diå  Einf}hrunç  voî  Niedrigstromchipó 199± unä  damiô  diå 
  Erneuerunç deó Erzeugnissortimenteó ab 1992,          

 - diå  Entwicklunç voî intelligenteî Lichtemitteranzeigeî  miô 
    hybridintegrierteò  Ansteuer- unä Speicherelektronië miô Be

  reitstellunç aâ 1993,

 - diå Entwicklunç unä Einf}hrunç voî LED¬  diå f}ò deî Einsatú 
  iî SMD-Technië geeigneô sind¬ bió 1993,

- Entwicklunç voî reihbareî unä Niedrigstromkopplerî bió 1994,

- 1,3 um Monomodelasermodul bis 1994,

- Sender- und Empf{ngerbauelemente f}r 1,3 -1,5 um,

 - Laser-Bauelementå  f}ò Auftischlaserdrucker¬  CD-Playeò  unä 
  CD-ROM bis 1994/95.

  Diå Bereitstellunç deò in deò Bauelemente}bersichô  aufgef}hr
 teî  CCD-Bauelementå f}ò diå Volkswirtschafô erfolgô ií Rahmeî 

eineò begrenzteî Laborproduktion.

 Ií  Kompleø  LCÄ werdeî ií Perspektivzeitrauí bió  199µ  keinå 
 Technologieî f}ò Bauelementå deò 2®  Generatioî entwickelô unä 

 }bergeleitet®  Vorbereitendå  Entwicklungeî ií Rahmeî  voî  A-
Themeî werdeî durchgef}hrt.
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  ŠDiå  bestehendå  Kapazit{ô zuò Herstellunç voî Uhren- unä  Ta
 schenrechnerzelleî  wirä  vorrangiç f}ò diå Bedarfsdeckunç  ií 

KME-Bereicè eingesetzt.
 

     Bauelemente_f}r_die_Oberfl{chenmontage

  Eiî  miô deî Anwenderî abgestimmteó Bauelemente- unä  Geh{use
  sortimenô  deó VEÂ KMÅ liegô voò unä ií Rahmeî  deò  strategi

scheî Sortimentsfortschreibunç pr{zisiert® 
 Beé alleî weiter- unä neuentwickelteî Bauelementeî isô miô Ë ² 



 diå Geh{useorientierunç zõ entscheiden®  Grunds{tzlicè isô diå 
  gemischtå  Anwendunç konventionelleò unä SMD-Bauelementå  ent

 sprechenä internationaleò Praktikeî iî deò DDR-Ger{teindustriå 
vorzusehen.

     Monitorr|hren

 Hauptschwerpunktå  deò Forschungs- unä Entwicklungskapazit{teî 
ií Farbbildr|hrenkompleø sind

 - Diå  Entwicklunç unä ]berleitunç voî Farbdisplayr|hreî (1¶ ¢ 
  Displayr|hrå 0,3¹ mí pitcè).    

 - Ausgehenä voí  Stanä deò Investitionsentscheidungeî wirä diå    
    16¢  Entwicklunç eineò Displayr|hrå miô 0,3± pitcè vorberei  

  teô (Prod® nacè 1996).

 - Entwicklunç  voî  temperaturbest{ndigeî  Maskeî  f}ò  o®  g®        
  Displayr|hreî 1996.

  - Weiterentwicklunç  deò Farbbildr|hrå durcè Verbesserunç qua
  lit{tsbestimmendeò Parameter.

     Sensoren

  Drucksensoreî bzw® -sensorelementå f}ò Kfz- unä Antriebssyste
 må  sinä  ií VEÂ MLÓ ií Zeitrauí bió  199µ  infolgå  fehlendeò 
 Bilanzierunç (F/E-Potential¬  Produktionskapazit{t© nocè nichô 

eingeordnet.
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    Š Anlage_7

   ]bersichô }beò daó schnellå 1¶-bit-Mikroprozessorsysteí U 80600
===============================================================

1     U80601RA08   VEB MME   1990  ZT90   8MHz   LCCC-68  
                   16Bit-CPU  
                                       
2     U82720DC04   VEB MME   1990  LT89   4MHz   DIP-40   
                   Grafik-Display-Controller, GDC           
                                       
3     MHB8051      CSSR      1991  ST            DIP-40   
                   8Bit-EMR maskenprogrammiert     
                                       
4     U82530DC04   VEB MME   1990  LT90   4MHz   DIP-40   
                   Serieller Kommunikationscontoller, SCC           
                                       
5     U80605       VEB MME   1991                         
                   Token Bus Modem, TBM   
                                       



6     U80606DC08   VEB MME   1990  ZT90   8MHz   DIP-20   
                   Bus-Controller  
                                       
7     U80607       VEB MME   1991                         
                   Token Bus Controller, TBC   
                                       
8     U80608RC     VEB MME   1990  ZT90          LCCC-68  
                   Fehlererkennungs-und korrektur-IS, EDC           
                                             
9     U80609       VEB MME   1991                         
                   Bus-Arbiter
                                             
10    U80610RC16   VEB MME   1990  ZT90   8MHz   LCCC-68  
                   Dual Port RAM-Controller   
                                       
11    U80611       VEB MME   1991                         
                   Advanced DMA, ADMA   
                                       
12    DS80612DC    VEB HWF   1990  ZT90   8MHz   DIP-18   
                   Taktgenerator
                                       
13    U80613       VEB MME   1992                         
                   Arithmetik-Coprozessor 
                                       
14    D80614D      VEB HWF   1992 
                   Ethernet Manchester Encoder/Decoder
                                       
15    U82536DC04   VEB MME   1990  LT90   4MHz   DIP-40   
                   Z{hler/Zeitgeber mit Parallele E/A, CIO           
                                       
16    U8272DC08    VEB MME   1990  LT89   8MHz   DIP-40   
                   Floppy Disk Contoller, FDC           
                                       
17    U80617DC     VEB MME   1991         K-Bus  DIP-16   
                   Bus-/DMA-Contoller    
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18    U82062DC     VEB MME   1990  LT90          DIP-40   
                   Winchester Disk Controller, WDC           
                
19    U80619       VEB MME   1991                    
                   Ethernet Data Link Controller

20    U80620       VEB MME   1993   
                   Integr.Peripherie

21    U80621       VEB MME   1993
                   VGA-Controller
 
22    U80622       VEB MME   1993
                   Farbwerttabelle
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